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はじめに：バルクヘテロ型(BHJ)太陽電池の高効率化に関する研究が活発である。PEDOT:PSS 層など

の挿入層による特性改善はその代表的なものであるが、PEDOT:PSS 層に 2 次ドーピングを行うこと

でさらに特性改善が期待できる。本発表では、光起電力を直接測定できる電界誘起光第 2次高調波測

定（EFISHG）法を用いて、BHJ 有機太陽電池内のドナー分子およびアクセプタ分子に起因する光起

電力を選択的に測定し、PEDOT:PSS層への 2次ドーピングの効果を検討した[1]。 

実 験 ： Fig. 1 に BHJ 太 陽 電 池 ITO/with or without 

PEDOT:PSS/P3HT:PC70BM/Al）の構造と EFISHG測定系を示す。Fig. 

2に示すように、PEDOT:PSS層の挿入および、PEDOT:PSS 層への 2

次ドーピング(sorbitol, 5 wt%)により特性が改善する。そこで、P3HT、

PCBM に発生する光起電力を、EFISHG 法により選択的に測定した。

プローブ光のレーザー波長を 900 nmおよび 1100 nmとし、BHJ層が

吸収する 660 nm のレーザー光を照射したときに発生する P3HT、

PCBM 層の光起電力が、PEDOT:PSS 層の挿入および PEDOT:PSS へ

の 2次ドーピングの効果を測定した。 

結果・検討：表１に EFISHG 測定による P3HT 層、PCBM 層の光照

射による変化量を示す。P3HT では Al→ITO への、PCBM では ITO

→Al への電界の向きが強まる。変化量は表に掲げたようである。こ

の測定結果から光起電力を計算すると、PEDOT:PSSなしの太陽電池

で 0.4 V、PEDOT:PSSを挿入した太陽電池で 1.2 V、2次ドーピング

した PEDOT:PSSを挿入層とした太陽電池で 0.8 Vとなり、開放電圧

Vocの向上を説明できることがわかった。 

結論：2波長を用いた EFISHG 測定によって、BHJ太陽電池の光起電

力を P3HT および PCBM に発生する光起電力から直接評価した。

P3HT と PCBMに発生する光起電力の増大により、J-V特性での開放

電圧の向上が説明できる。 
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